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MỞ ĐẦU 

 

Hiện nay để đạt được kết quả cao về công nghệ và ứng dụng thì ngoài nền kĩ 

thuật sẵn có, vấn đề quan trọng là tìm ra các loại vật liệu có tính năng mới. Một 

trong số các vật liệu được nghiên cứu và chế tạo mà chúng ta phải nói đến đó là siêu 

vật liệu. Siêu vật liệu là vật liệu nhân tạo, loại siêu vật liệu được nghiên cứu đầu 

tiên và nhiều nhất là vật liệu có chiết suất âm (negative refraction). Dựa trên ý 

tưởng ban đầu của Veselago, vật liệu chiết suất âm là sự kết hợp hoàn hảo của hai 

thành phần điện và từ, tạo nên vật liệu đồng thời có độ từ thẩm âm và độ điện thẩm 

âm (μ< 0, ε< 0) trên cùng một dải tần số. Từ đó dẫn đến những tính chất điện từ và 

quang học bất thường, trong đó có sự nghịch đảo của định luật Snell, sự nghịch đảo 

trong dịch chuyển Doppler, hay sự nghịch đảo của phát xạ Cherenkov. Nhờ vào các 

tính chất kỳ diệu này, siêu vật liệu có chiết suất âm hứa hẹn rất nhiều tiềm năng ứng 

dụng như: siêu thấu kính, antenna, một trong những thành phần chế tạo “áo khoác tàng 

hình”, cảm biến, chậm hay dừng ánh sáng…Tuy nhiên, trước khi đưa vật liệu này vào 

ứng dụng rộng rãi, vẫn còn tồn đọng khá nhiều vấn đề cần được giải quyết một cách 

thỏa đáng. Như bằng cách nào để chế tạo một cách đơn giản, dễ dàng và có tính đối 

xứng cao, giảm sự tiêu hao, mở rộng vùng tần số hoạt động của vật liệu hay tìm 

kiếm các ứng dụng mới… Đối với vấn đề mở rộng vùng tần số hoạt động, phương 

pháp thông thường là tích hợp nhiều cấu trúc đơn lẻ vào một ô cơ sở hay sử dụng 

phương pháp tối ưu hóa theo công thức của Gielis. Tuy nhiên các phương pháp này 

đều hạn chế ở cấu trúc phức tạp, hay đòi hỏi điều chỉnh các tham số một cách khá 

khắt khe hay mất tính đối xứng nên khó khăn trong việc chế tạo đặc biệt là vùng tần 

số cao…Gần đây phương pháp lai hóa plasmon được sử dụng rất hiệu quả để mở 

rộng vùng tần số hoạt động của siêu vật liệu. Tuy nhiên hầu hết các công trình mới 

chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số cấu trúc hay tổn hao lên hiệu quả mở 

rộng vùng tần số hoạt động dựa trên lai hóa chứ chưa có công trình nào nghiên cứu 

ảnh hưởng của tác động ngoại vi đến điều này. Tác động ngoại vi như nhiệt, điện, 

quang… bao gồm cả tác động mong muốn (tác động vào có chủ đích để thay đổi 

tính chất của vật liệu) hay tác động không mong muốn (tác động của yếu tố môi 


